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PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/D E 03/03355 

I. Grundlage des Berichts 

1. Hinslchtllch der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbfatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderunger) enthalten (Regein 70. 16 and 70, 17))- 



Beschreibung, Seiten 

1-22 veroffentlichte Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-18 eingegangen am 15.12.2004 mit Schreiben vom 15.12.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1>9-9i9 ver6ffentiichte Fassung 

HInslchtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in derSprache In der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden In dieser elngerelcht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist . 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden In dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung. die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentllchungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen vorlaufigen Prufung einqereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 undA)der 55.3). 

. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internatlonale vorlaufige Prufung auf der Gmndlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist 

□ bel der Behorde nachtragllch In schriftlicher Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtragllch In computerlesbarer Fomi eingereicht worden Ist 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingerelchte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbamngsgehalt der internationalen Anmeldung Im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Infomnatlonen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zelchnungen, Blatt: 
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5. 13 Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbaningsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Puntd 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Aitikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-18 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-18 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (!A) 


Ja: 


Anspruche: 


1-18 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beibiatt 
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Abschnitt V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US 2001/014047 A1 (HIDAKA HIDETO ET AL) 16. August 2001 

D2: US 2002/125536 A1 (IWASA SHOICHI ET AL) 12. September 2002 

D3: PAT.ABS.JAP.Bd. 015. Nr. 417 (E-1 125), & JP 03 173175 A , 26. Juli 1991 

D4: US-B-6 413 8021 (SUBRAMANIAN VIVEK ET AL) 2. Juli 2002 (2002-07-02) 

D5: US-B-6 207 9851 (WALKER DARRYL) 27. IVIarz 2001 (2001-03-27) 

2. D1 ,D2 und D5 offenbaren integrierte Schaltungsanordnungen, von der sich der 
Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch untersclieidet, daB 

(1 ) der isolationsberelchsnahe Elektrodenbereich ein einkrlstaliiner Bereich ist, 
der eine VIeizalil von Stegen entlialt (erste Alternative). 

(2) die Steuerelektroden des Feldeffekttransistors das gleiche Material wie der 
isolierbereichsferne Elektrodenbereich enthalten (zweite Alternative). ^ 

D3 und D4 offenbaren MOSFETs. Integrierte Kondensatoren sind nicht enwahnt.- 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die obengenannten Mericmale (1),(2) sind nicht im Stand derTechnik erwahnt. 
Damit ist der Gegenstand der Patentanspruchs erfinderisch. Die Anspriiche 2-18 
sind vom Anspruch 1 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die Erfordemisse des 
PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

3. Die verschiedenen Erfindungen/Gruppen von Erfindungen 

3.1 der Anspriiche 1-18, erste Alternative, die sich auf ein aktives Bauelement und 
integrierten einkristallinen Kondensator mit mehreren Stegen beziehen 

3.2 der Anspriiche 1 -1 8, zweite Alternative, die sich auf einen Feldeffekttransistor mit 
einer Steuerelektrode und einen integrierten Kondensator mit einer 
Isolierisereichsfeme Elektrodenbereich beziehen, in der die Steuerelektrode und 
den Elektrodenbereich das gleiche Material enthalten 

hangen aus den folgenden Griinden nicht so zusammen, daB sie eine einzige 
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allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, Regel 13.1 PCT. Die verbindende 
erfinderische Idee bezieht sich allgennein auf eine Bauelement mit einem 
Integrierten Kondensator wie aus D1 ,D2 und D5 bekannt ist. Eine spezielle 
Vorrichtung mit weiteren einschlieBenden Schichten haben keine weiteren 
verbindenden Gemeinsannkeiten. 

4. Der Annnelder wird darauf hingewiesen, daB seinem Antrag auf eine zweiten 
telefonischen Rucksprache bezuglich des Einwands unter Regel 13.1 PCT nicht 
stattgegeben werden kann, siehe Amtsblatt 11/2001, Seite 539, Abschnitt 13. 
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PatentansprOche ' . ' ' ' 

1. Integrierte Schaltungsanordnung (120), 
mit einem elektrisch isolierenden Isollerbereich, 
und mit mindestens einer; einen Kondensator (124) bildenden 
Bereichsfolge, die in der angegebenen Reihenfolge enthait: 
einen isolierbereichsnahen Elektrodenbereich (34), 
einen dielektrischen Bereich (46), und 
einen isolierbereichsf ernen Elektrodenbereich <56), 
wobei der Isolierbereich Bestandteil einer in einer Ebene an- 
geordneten Isolierschicht (14) ist, 

wobei der Kondensator (124) und mindestens ein aktives Bau- 
element (122) der in tegriert en Schaltungsanordnung (120) auf 
der gleichen Seite der Isolierschicht (14) angeordnet sind, 
15 und wobei der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) und 
der aktive Bereich (82). des Bauelementes (122) in einer Ebene 
angeordnet sind, die parallel zu der Ebene liegt, in der die ' 
Isolierschicht (14) angeordnet ist, 

wobei entweder der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) 
ein einkristalliner Bereich ist, der eine Vielzahl von Stegen 
enthait, 

Oder wobei alternativ mindestens ein Feldeffekttransistor 
(122) vorhanden ist, dessen Kanalbereich der aktive Bereich 
ist, wobei der Feldeffekttransistor (122) mindestens einen 
25 Steg enthait, wobei mehrere Steuerelektroden (54) an einander 
gegenaberliegenden Seiten des Steges (30a) angeordnet sind, 
wobei ein Verbindungsbereich die Steuerelektroden (54) elekt- 
risch verbindet, und. wobei der Verbindungsbereich vom Kanal- 
bereich durch einen dicken Isolierbereich (18, 20) getrennt 
ist, der eine Isolierstarke hat, die groBer als die Dicke von 
Steuerelektrodenisolatibnsbereichen (42, 44) ist, 
und wobei die Steuerelektroden (54) .das gleiche Material wie 
der isolierbereichsferne Elektrodenbereich (56) enthalten'. 



20 



30 
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2. Schaltungsanordnung (120) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet./ dass der isolierbereichsnahe Elekt- 
rodenbereich (34) ein einkristalliner Bereich ist, vorzugs- 
5 weise ein dotierter Halbleiterbereich, 

und/oder dass der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) 
und/oder der aktive Bereich {'82) eine Dicke kleiner als ein- 
hundert Nanometer oder kleiner als fOnfzig Nanometer hat, 
und/oder dass der aktive Bereich (82) ein einkristalliner Be- 
10 reich ist, vorzugsweise ein Halbleiterbereich der dotiert o- 
der undotiert ist, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) an einer Seite an ein 
Tragersubstrat (12) angrenzt, vorzugsweise an ein Trfigersub- 
St rat, das ein Halbleitermaterial enthalt oder aus einem 
15 Halbleitermaterial besteht, insbesondere aus Silizium oder 
aus einkristallinem Silizium, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) an der anderen Seite an 
den isolierbereichsnahen Elektrodenbereich (34) angrenzt/ 
und/oder dass die Grenzflachen vorzugsweise vollstandig in 
20 zwei zueinander parallelen Ebenen liegen, 

und/oder dass die Isolierschicht (14) ein elektrisch isolie- 
rendes Material enthalt oder aus einem elektrisch isolieren- 
den Material besteht, vorzugsweise ein Oxid, insbesondere Si- 
liziumdioxid,. 

25 und/oder dass das aktive Bauelement (122) ein Transistor ist, 
vorzugsweise ein Feld'ef f ekttransistor, insbesondere ein Fin- 
FET. 

3. Schaltungsanordnung (120) nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
30 durch gekennzeichnet , dass der dielektrische 
Bereich (4 6) Siliziumdioxid enthalt oder aus Siliziumdioxid 
besteht. 
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und/oder dass der dielektrische Bereich (46) aus eiriem Mate- 
rial mit einer Dielektrizitatskonstante groBer als vier oder 
gr5l3er als zehn oder gr5fier als funfzig besteht, 
und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
Silizium enthait, vorzugsweise polykristaliines Siliziiom oder 
aus Silizium besteht, vorzugsweise aus polykristallinem Sili- 
zium, 

und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
ein Metall enthalt oder aus einem Metall besteht,. 
und/oder dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
ein niederohmiges Material enthait, vorzugsweise Titannitrid, 
Tantalnitrid oder Rubidium oder hochdotiertes Siliziumgerma- 
nium, 

und/odeir dass der isolierbereichsf erne Elektrodenbereich (56) 
an einen Metallhalbleiterverbindungen enthaltenden Bereich 
angrenzt, insbesondere an einen Silizidbereich (96) . 

4. Schaltungsanordnung (120) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 

20 dielektrische Bereich (46) und der isolierbereichsf erne E- 

lektrodenbereich (56) an zwei, an drei, an vier oder an fiinf 
Seitenf lachen oder an mehr als ftinf Seitenf ISchen des iso- 
lierbereichsnahen Elektrodenbereiches (34) angeordnet sind/ 
und/oder dass der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) 
.25 eine Vielzahl von Stegen enthait, deren Steghohe gr5fier als 
die Stegbreite ist, vorzugsweise mindestens doppelt so groB. 

5. Schaltungsanordnung (120) nach einem der vorhergehenden 

. Anspruche, gekennzeichnet durch mindestens ei- 
30 nen Feldef f ekttransistor (122), dessen Kanalbereich (82) der 
aktive Bereich ist, wobei der Kanalbereich (82) vorzugsweise 
undotiert ist. 
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und/oder dessen Steuerelektrode (54.) Material der gleichen 
Dotierstof f konzentration wie der isolierbereichsf erne Elekt-. 
rodenbereich (56) enthalt, 

und/oder dessen Steuerelektrodenisolationsbereich . (42;. 44) 
5 das gleiche Material und/oder ein Material mit der gleichen 
Dicke wie die der dielektrische Bereich (46) enthalt, 
und/oder dessen Steuerelektrodenisolationsbereich (42, 44) 
ein anderes Material und/oder ein Material mit einer anderen 
Dicke als der dielektrische Bereich (46) enthalt. 

10 

6. Schaltungsanordnung (120) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet / dass mehrere Steuerelektroden (54) 
an einander gegenuberliegenden Seiten des Steges (30a) ange- 
ordnet sind, vorzugsweise zwei oder drei Steuerelektroden, 

15 und/oder dass mindestens eine Steuerelektrode (54) an einen 
Metallhalbleiterverbindungen enthaltenden Bereich angrenzt, 
insbesondere an einen Silizidbereich (92), 

und/oder wobei der Verbindungsbereich aus dem gleichen Mate- 
rial besteht und/oder die gleiche Dotierstarke wie der iso- 
20 lierbereichsferne Elektrodenbereich (56) hat. 

7. Schaltungsanordnung (120) nach Anspruch -5 oder 6, d a - 
durch gekennzeichnet^ dass ein Anschlussbereich 
Oder beide Anschlussbereiche (70, 72) des Feldef f ekttransis- 

25 tors (122) an die Isolierschicht (14) grenzen, 

und/oder dass mindestens ein Anschlussbereich (70, 72) an ei- 
nen eine Metallhalbleiterverbindung enthaltenden Bereich an- 
grenzt, vorzugsweise an einen Silizidbereich (90, 94), 
und/oder dass die Anschlussbereiche (70,- 72) eine grdliere Di- 

30 eke haben als der aktive Bereich (82) . 

8. Schaltungsanordnung (120) nach einem der Anspruche 5 bis 
7, dadurch g.ekennzeichnet, dass beidseitig 
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der Steuerelektroden (54) Abstandshalter (60b, 60c) angeord- 
net sind, die vorzugsweise ein anderes Material enthalten als 
die Elektrodenschicht, vorzugsweise Siliziumnitrid, oder die 
aus e'inem anderen Material bestehen als die Elektroden- 
5 schicht, vorzugsweise aus Siliziuinnitrid, 

und/oder dass an mindestens einer Seite des isolierbereichs- 
fernen Elektrodenbereiches (56) ein Abstandshalter {60d) an- 
geordnet ist, der ein anderes Material enthait, vorzugsweise 
Siliziximnitrid, oder aus einem anderen Material besteht als 

10 die Elektrodenschicht (50), vorzugsweise aus Siliziumnitrid, 
und/oder dass sich ein an einer Steuerelektrode (54) des 
Feldef fekttransistors (122) angeordneter Abstandshalter (60c) 
und ein an dem isolierbereichsf ernen Elektrodenbereich (56) 
angeordneter Abstandshalter (60d) befahren. 

15 . ■ ' 

9. Schaltungsanordnung (120) nach einem der Anspriiche 5 bis 
8> dadurch gekennzeichnet, dass ein-An- 
schlussbereich (72) des Feldef fekttransistors (122) und der 
isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) des Kondensators 

20 (124) aneinander grenzen und eine elektrisch leitfahige Ver- 
bindung ah der Grenze haben, 

und/oder dass der an den Elektrodenbereich (34) angrenzende 
Anschlussberei'ch (72) nicht an einen eine Metallhalbleite-r- 
verbindung enthaltenden Bereich angrenzt, 
25 und/oder dass der andere Anschlussbereich (70) an einen eine 
Metallhalbleiterverbindung enthaltenden Bereich angrenzt. 

10. Schaltungsanordnung (120) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die an den Anschlussbereich 

30 (72) angrenzende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbe- 
reiches (34) langer ist als eine quer zu dieser Seite liegen- 
de Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbereiches - (34 ) , 
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vorzugsweise mindestens doppelt so lang oder mindestens funf 
mal so lang, 

wobei der Transistor (122) • vorzugsweise eine Transistorweite 
hat, die ein mehrfaches der minimalen Strukturbreite (F) be- 
5 tragt, vorzugsweise mehr als das Dreifache oder mehr als das 
FUnffache, 

Oder dass eine quer zu der an den Anschlussbereich (72) an- 
grenzende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenbereiches 
(34) liegende Seite des isolierbereichsnahen Elektrodenberei- 
10 ches (34) linger als die an den Anschlussbereich (72) angren- 
zende Seite ist, vorzugsweise "mindestens doppelt so lang oder 
mindestens fUnf mal so lang, 

wobei der Transistor (122) vorzugsweise eine Transistorweite 
hat, die kleiner als das Dreifache der minimalen Struktur- 
15 breite (F) ist, vorzugsweise kleiner als das Doppelte der mi- 
nimalen Strukturbreite (F) . 

11. Schaltungsanordnung (120) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekenhzeichnet, dass die 
20 Schaltungsanordnung mindestens einen Prozessor enthalt, vor- 
zugsweise einen Mikroprozessor, 

und/oder das der Kondensator (124) und das aktive Bauelement 
(122) eine Speicherzelle (120) bilden, insbesondere in einer 
dynamischen RAM-Speichereinheit , 
25 und/oder dass eine Speicherzelle entweder einen Kondensator 
(122) und nuf einen Transistor (122) oder einen Kondensator 
(Cs) und mehr als einen Transistor (Ml bis M3) enthalt, vor- 
zugsweise drei Transistoren (Ml bis M3) - 

30 12. Verfahren zum Herstellen einer integrierten Schaltungsan- 
ordnung (120) mit Kondensator (124), insbesondere einer 
Schaltungsanordnung (120) nach einem der. vorhergehenden An- 
spriiche. 
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bei dem ohne BeschranJcung durch die angegebene Reihenfolge 
die folgenden Verf ahrensschritte ausgefuhrt werden: 
Bereitstellen eines Substrats (10) , das eine Isolierschicht 
(14) aus elektrisch isolierendem Material und eine Halblei- 
5 terschicht (16) enthalt, 

Strukturieren der Halbleiterschicht (16) zur Ausbildung min- • 
destens eines Elektrodenbereiches (34) fur einen Kondensator 
und zur Ausbildung mihdestens eines akti'ven Bereiches (82) 
far einen Transistor (122), 
10 nach dem Strukturieren der Halbleiterschicht (16) Erzeugen 
mindestens einer dielektrischen Schicht (42/ 44, 46), 
nach dem Erzeugen der dielektrischen Schicht (42, 44, 46) Er- 
zeugen einer Elektrodenschicht (50), 

Ausbilden einer isolierbereichsfernen Elektrode (56) des Kon- 
15 densators (124) in der Elektrodenschicht (50), 

wobei ein Ausbilden einer Steuerelektrode (54) des Transis- 
tors (122) gleichzeitig mit dem Ausbilden des isolierbe- 
reichsfernen Elektrodenbereiches (56), 

wobei entweder der isolierbereichsnahe Elektrodenbereich (34) 
20 eine Vielzahl von Stegen enthalt, 

Oder wobei alternativ die folgenden Merkmale ausgebildet wer- 
den: 

der Transistor ist ein Feld'ef f ekttransistor (122), dessen Ka- 
nalbereich der aktive Bereich ist, 
25 der Feldeff ekttransistor (122) enthalt mindestens einen Steg, 
mehrere Steuerelektroden (54) sind an einander gegenOberlie- 
genden Seiten des Steges (30a) angeordnet, 

ein Verbindungsbereich verbindet die Steuerelektroden (54) 
elektrisch, 

30 der Verbindungsbereich ist vora Kanalbereich durch einen di- 

cken Isolierbereich (18, 20) getrennt, der eine IsolierstSrke 
hat, die grolier als die Dicke von Steuerelektrodenisolations- 
bereichen (42, 44) ist. 
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13. Verfahren nach Anspruch 12,, gekennzeichnet 
d u r c h die Schritte: 

Aufbringen mindestens einer Isolierschicht (18, 20) auf die 
5 Halbleiterschicht (16) vor dem Strukturieren, vorzugsweise 
einer Siliziumnitridschicht (18) und/oder einer Oxidschicht 
(20) mit einer ersten Dicke, 

und/oder Dotieren der isolierbereichsnahen Elektrode (34), 
vorzugsweise vor dem Erzeugen der dielelektrischen Schicht 
10 (42, 44, 46), 

und/oder Erzeugen der dielektrischen Schicht (42, 44, 4 6) 
gleichzeitig mit einer dielektrischen Schicht am aktiven Be- 
reich (82) des Transistors (122). 

15 14- Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, gekennzeich- 
net durch die Schritte: 

Erzeugen einer Hilfsschicht (52) nach dem Erzeugen der Elekt- 
rodenschicht (50), vorzugsweise einer Hilfsschicht mit einer 
grofteren Dicke als die Oxidschicht (18, 20), 
20 und/oder Strukturieren des isolierbereichsf ernen Elektroden- 
bereiches (56) und/oder einer Steuerelektrode (54) des Tran- 
sistors unter Verwendung der Hilfsschicht (52) als Hartmaske. 

15. Verfahren nach einem der Ansprtiche 12 bis 14, g e - 
25 kennzeichnet durch die Schritte: 

Aufbringen einer weiteren Hilfsschicht (60) nach dem Struktu- 
rieren einer Steuerelektrode (54) des Transistors* (142), vor-' 
zugsweise einer Siliziumnitridschicht, 

und/oder anisotropes Atzen der weiteren Hilfsschicht (60). 
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16. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 15, ge- 
kennzeichnet durch die Schritte: 
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nochmaliges Strukturieren der Isolierschicht (18, 20), wobei 
vorzugsweise die Dicke der Hilfsschicht (52) verringert wird 
und/oder die Hilfsschicht (52) aber nicht vollstandig ent- 
f ernt wird, 

5 und/oder anisotropes Atzen der weiteren Hilfsschicht (60) 
nach dem Strukturieren der Isolierschicht (20) . 

17. Verfahren nach einem der AnsprOche 12 bis 16, g e - 
kennzeichnet durch die Schritte: 
10 Durchfiihren einer selektiven Epitaxie auf f reiliegenden Be- 
reichen aus Halbleitermaterial (16) nach dem Ausbilden des 
isolierbereichsfernen Elektrodenbereiches (56) und/oder nach 
dem Strukturieren einer Steuerelektrode (54) des Transistors 
(122), 

15 und/oder potieren von Anschlussbereichen (70, 72) des Tran- 
sistors (122) nach dem Ausbilden des isolierbereichsfernen 
Elektrodenbereiches (56) und/oder nach dem Strukturieren der 
Steuerelektrode (54) und vorzugsweise nach der Epitaxie. 

20 18. Verfahren nach einem der Ansprtiche 12 bis 17, g e - 
kennzeichnet durch die Schritte: 

Entfernen der Hilfsschicht (52), vorzugsweise nach dem Struk- 
turieren der Isolierschicht (18, 20) und/oder nach dem Durch- 
fiihren der selektiven Epitaxie, 
25 und/oder selektive Bildung einer Metallhalbleiterverbindung, 
insbesondere selektive Silizidbildung, auf der Elektroden- 
schicht (54) und/oder auf f reiliegenden Halbleiterbereichen 
(16) . 
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